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摘要(译)

一种制造薄膜晶体管（TFT）组件的方法，所述薄膜晶体管组件具有多
个阵列线，多个焊盘，将所述焊盘连接到所述阵列线的多个连接线，绝
缘层和形成在基板上的电极图案，并且还具有短路防止结构，用于防止
焊盘和连接线之间的电短路。该方法包括以下步骤：在基板上形成多个
焊盘，在基板上沉积绝缘层，包括在焊盘上方，蚀刻绝缘层，形成接触
孔，以及蚀刻相邻焊盘之间的绝缘层以暴露表面防止相邻焊盘之间发生
短路的基板，以及通过沉积和图案化电极层在绝缘层上形成电极图案，
使得电极图案通过形成在绝缘层中的接触孔接触焊盘。蚀刻相邻焊盘之
间的绝缘层的步骤与用于形成接触孔的蚀刻步骤同时进行。另外，在蚀
刻电极层的步骤的同时，进一步蚀刻相邻焊盘之间的区域。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/4a085d17-e656-4e23-bb41-216f19edafce
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/019538014/publication/US6512243B1?q=US6512243B1
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6512243.PN.&OS=PN/6512243&RS=PN/6512243

